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(54) Proc6d6 de fabrication de microstructures par conformation multicouche d v une resine 
photosensible et microstructures ainsi obtenues 



(57) Proc6d§ de fabrication d'une microstructure tri- 
dimensionnelle consistant a : 

a) cr6er sur une plaquette-support (4) un revete- 
ment sacrificiel (5); 

b) Staler en une seule fois 150 jim et 700 urn de 
photoresist n6gatif (6. 21), sensible au rayonne- 
ment ultraviolet; 

c) chauffer; 

d) effectuer a travers un masque (7, 12) une illumi- 
nation UV; 

e) effectuer un recuft; 

f) reproduire au moins une fois les etapes b) k e) en 
utilisant, si n^cessaire en fonction du contour 
d6sir6 pour la structuration de la nouveile couch e 
(8, 23, 27) de photoresist, un masque (9, 24, 28) 
different pour l'6tape d); 

g) d6velopper en une ou plusieurs fois, et 

h) sSparerde la plaquette-support (4) la microstruc- 
ture par dissolution du rev§tement sacrificiel (5). 

Microstructures obtenues par ledit proc6d6, tels 
qu'une roue dent6e surmontee d'un pignon, un micro- 
moule pour I'obtenir, et un microcapteur de flux thermi- 
que. 
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Description 

La presente invention a pour objet un procede de 
fabrication de microstructures tridimensionnelles par 
conformation d'au moihs deux couches 6paisses d'une s 
resine photosensible aux rayons ultraviolets. L'invention 
concerne egalement les microstructures ainsi obtenues 
de fagon replicable avec une tr6s bonne definition pour 
un court unitaire avantageux, et possedant une epais- 
seur suffisante de I'ordre du millimetre pour supporter io 
des contraintes m6caniques lorsqu'elles sont utilisees 
soit cfirectement, par exemple comme composants en 
micromecanique, soit indirectement comme structures 
positives sacrifidelles pour la fabrication de micro-mou- 
les metalliques. 75 

La production de microstructures tridimensionnel- 
les a pris son essor dans les ann€es 80 avec la 
methode congue par W. Ehrfeld du Karlsruhe Nuclear 
Research Center (Allemagne) et connue sous Pacro- 
nyme LIGA (Lithographie, Galvanisierung, Abfbrmung). 20 
Dans son principe la technique LIGA consiste : 

1) a dgposer sur un substrat une couche de 10 a 
1*000 pm d'un photoresist positif (gdneralement du 
polymethylmetacrylate PMMA); 25 

2) a effectuer a travers un masque une irradiation X 
au moyen d'un synchrotron; 

3) a d£veJopper, c'est-a-dire a eliminer par des 
moyens physiques ou chimiques les portions de 
photoresist depolym§ris£. Le procede LIGA, et les 30 
procgdes derives faisant toujours appel a une irra- 
diation X, permettent d'obtenir des microstructures 
ayant un rapport d'aspect 6lev6, valeur definie 
comme etant le quotient de la haiteur bar la iargeur 

de la ligne ou de la tranchee la plus fine et consti- 35 
tuant un critere depreciation de la verticals des 
parois. La quality des microstructures obtenues ne 
pr§te pas a critique, mais le fait de devoir mettre en 
oeuvre un equipement coOteux (synchrotron) rend 
cette technique peu compatible avec une produc- 40 
tion de masse de microstructures devant avoir un 
faible coQt unitaire. 

Pour reduire les couts, les recherches se sont 
orientees vers le procede dit "LIGA du pauvre" dans 45 
laquelle la sensibilisation d'une couche de photoresist 
est produite par le rayonnement ultraviolet d'une ali- 
gneuse conventionnelle. L'epaisseur maximum des 
microstructures actuellement obtenues avec ce pro- 
cede est comprise entre 80 jim et 200 *im. Pour aug- so 
menter cette epaisseur, il est propose dans le brevet DE 
4 400 315 de repeter plusieurs fois le precede en faisant 
entre chaque couche de photoresist un depdt interca- 
late metallique d'accrochage pour atteindre une epais- 
seur totale encore limitee a 400 jim, en ayant en outre ss 
une etape de developpement plus complexe en raison 
des depdts metalliques. De plus, on fera observer que 
le nombre d'etapes et la presence de dep6ts metalli- 



ques intercalaires contribuent a augmenter sensible- 
ment le cout et a avoir un impact negatif sur la qualite 
des parois. 

La presente invention a done pour but de remedier 
aux inconvenients de cet art anterieur en procurarrt un 
procede de structuration d'un photoresist negatif par 
rayonnement ultraviolet dans lequei le choix particulier 
du photoresist permet de fagon surprenante de structu- 
rer au moins deux couches 6paisses successives, sans 
depdt metallique intercalaire et d'obtenir ainsi a faible 
cout unitaire des microstructures tridimensionnelles 
complexes avec une epaisseur pouvant alter au moins 
jusqu'au millimetre, tout en presentant un rapport 
d'aspect superieur a ceux obtenus jusqu'alors par struc- 
turation UV 

A cet effet, l'invention a pour objet un procede de 
fabrication d'une microstructure tridimensionnefle, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a 



a) creer sur une plaquette-support un revfctement 
sacrrficiel; 

b) etaler en une seule fois une couche de photore- 
sist negatif, sensible au rayonnement ultraviolet, 
d'une epaisseur comprise entre 150 yim et 700 jim, 
ledit photoresist etant forme par une laque conte- 
nant une composition epoxy polyfonctionnelle et un 
photoinitiateur choisi parmi les sels de triarylsulfo- 
nium; 

c) chauffer ladite couche entre 90 et 95°C pendant 
une duree dependant de repaisseur deposee; 

d) effectuer a travers un masque correspondent a 
rempreinte desiree une illumination UV de 200 a 
1'000 mJ.cm" 2 , mesuree a une longueur d'onde de 
365 nm selon repaisseur de la couche; 

e) effectuer un recuit de ladite couche pour provo- 
quer la polymerisation; 

f) reproduire au moins une fois les etapes b) a e) en 
utilisant, si necessaire en fonction du contour 
desire pour la structuration de (a nouvelie couche 
de photoresist, un masque different pour retape d); 

g) proceder en une ou plusieurs fois au developpe- 
ment par dissolution du photoresist non expose au 
moyen d'un solvant choisi parmi la GBL (gamrnabu- 
tyrolactone) et le PGMEA (propylene glycol methyle 
ethyle acetate), et 

h) separer de la plaquette-support la microstructure 
pbtenue a retape g) par dissolution du revetement 
sacrrficiel. 

Le recuit effectue a retape e) pour provoquer ia 
polymerisation des zones illuminees par le rayonne- 
ment UV est effectue de preference entre 90°C et 95°C 
pendant 15 a 30 mn. 

Dans le cas ou la nouvelie couche de photoresist 
devant etre illuminee (etape f) presente un contour qui 
n'est pas totalement inscrit dans le contour de la couche 
inferieure, le depdt de la nouvelie couche de photoresist 
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est precede d'une etape i) consistent a effectuer un 
depdt metallique (par exemple Cr/Cu), faisant obstacle 
aux rayons UV pour la fraction de couche inferieure 
dont la polymerisation n'est pas souhaitee. L'etape sup- 
plemental i) est en particulier necessaire lorsque la 5 
microstructure devant etre obtenue presente une cavite. 
Dans ce cas, il sera egalement necessaire de repeter 
Tetape g) de d6veloppement apres Tetape h) de libera- 
tion de la structure. 

Dans le cas ou la microstructure obtenue k Tissue 10 
de Tetape g) doit servir de gabarit a la fabrication d'un 
micromoule metallique, on effectue avant Tetape h) une 
etape supplemental ii) consistant en une metallisation 
primaire sur toute la surface de ce gabarit puis on pro- 
cede au recouvrement complet de tout Tensemble par is 
des d6p6ts eiectrolytiques successifs, de fagon k former 
un bloc qui sera ulterieurement usine pour §tre adapte 
k une machine d'injection de materiaux plastiques en 
fusion. Apres avoir libere le bloc du substrat (etape h) il 
est encore necessaire lors d'une etape suppiementaire 20 
iii) d'eiiminer le gabarit, par des moyens physiques ou 
chimiques. 

La plaquette-support utilis^e dans la premiere 
etape est par exemple formee par une plaquette de sili- 
cium, de verre ou de ceramique sur laquelle on a 25 
depose par evaporation, une mince couche sacrificielle 
d'aluminium d'environ 100 nm. Dans ce cas. pour libe- 
rer la structure dans la derniere etape on effectue une 
attaque alcaline. De fa$on equivalente, on peut utiliser 
un materiau plastique composite assurant a la fois une 30 
bonne adhesion entre la plaque-support et les d6p6ts 
de photoresist, et une liberation facile de la microstruc- 
ture a Tissue du procede. 

Les masques utilises (etapes d et f) pour delimiter 
sur la couche de photoresist la surface devant recevoir 35 
le rayonnement UV sont realises avec une tres haute 
resolution par les methodes utilis6es dans Tindustrie 
microeiectronique. Les plages devant etre opaques au 
rayonnement UV ont par exemple un revetement metal- 
lique de chrome. 40 

Le photoresist utilise dans le proc6d6 selon Inven- 
tion pour effectuer une structuration multicouche est un 
produit bon marche prepare de preference £ partir 
d'une resine epoxy octofonctionnelle disponible chez 
Shell Chemical sous la reference SU-8 et d'un photoini- 45 
tiateur choisi parmi les sels de triarylsulfonium teis que 
ceux decrits dans le brevet US 4,058,401. Le soivant 
qui s'est reveie le plus approprie est la gammabutyro- 
lactone (GBL). 

La presente invention a egalement pour objet les so 
microstructures tridimensionnelles obtenues, caracteri- 
sees par un rapport d'aspect remarquablement eieve 
par rapport a celui des structures obtenues jusqu'alors 
par illumination UV, compte-tenu notamment de Tepais- 
seur desdites structures. Les essais effectues ont mon- 55 
tre que ce rapport pouvait §tre de Tordre de 20 pour les 
structures de ligne et de Tordre de 15 pour les structu- 
res de tranchee. 



Les caracteristiques et avantages de Tinvention 
seront mieux compris a la lecture de la description 
detainee qui va suivre d'exemples de realisations de 
microstructures, en reference aux dessins annexes 
dans lesquels : 

la figure 1 est une representation en perspective 
d'un premier mode de realisation illustre par une 
roue dentee surmontee d'un pignon. 
les figures 2 a 5 sont des vues en coupe diametrale 
des differentes etapes de fabrication de la micros- 
tructure representee a la figure 1 ; 
les figures 6 et 7 representent les etapes suppie- 
mentaires permettant d'obtenir un micromoule 
metallique k partir du gabarit de la figure 5; 
la figure 8 est une representation en perspective 
partiellement arrachee d'un deuxieme mode de 
realisation illustre par un capteur de flux thermique, 
et 

les figures 9 a 1 5 sont des vues en coupe schema- 
tiques selon la ligne X-X de la figure 8 des differen- 
tes etapes de fabrication de la microstructure 
representee a la figure 8. 

Les exemples ci-apres correspondent a trois 
microstructures obtenues par le procede selon Tinven- 
tion : 



Exemple 1 : Fabrication d'une roue dentee surmontee 
d'un pionon 



La figure 1 repr6sente une roue dentee 1 surmon- 
tee d'un pignon 2, Tensemble etant traverse de part en 
part d'un trou d'axe 3. La hauteur de la roue est de 0,23 
mm et celle du pignon de 0,45 mm representent done 
une hauteur totale de 0,68 mm avec une tolerance de 
10 urn. Les diametres respectifs sont de 3,037 mm et 
0,85 mm avec des tolerances de ± 1 ujti. Ainsi, le 
module d'engrenage peut aller jusqu'a 0,016 mm, e'est- 
k-dire bien en-dessous du minimum que peuvent 
actuellement utiliser les constructeurs horlogers lors- 
que les pieces sont obtenues par moulage dans des 
moules micro-usines dans une plaque metallique par la 
technique bien connue de Teiectroerosion k f il (EF). 

A la figure 2, on a represente T6tat du produit 
obtenu a Tissue des trois premieres etapes du procede. 
Une plaquette-support en silicium 4 de 0,38 mm 
d'epaisseur et 7,5 cm de diametre, non oxydee, soi- 
gneusement nettoy6e et deshydratee est d'abord 
recouverte d'un revetement sacrrficiel 5 par evaporation 
d'aluminium. Ce revetement a typiquement une epais- 
seur de Tordre de 100 nm. On procede ensuite k Tetale- 
ment d'une couche epaisse 6 de photoresist La 
viscosite dynamique de la composition choisie est de 
Tordre de 15 Pa *s et permet un etalement classique k 
la tournette, par exemple au moyen d'un appareil Gyr- 
set® de Karl Suss jusqu'e Tepaisseur d6siree, sort 230 
Mm. La couche deposee est ensuite chauffee k 95°C 
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pour gvacuer le solvant qui maintenait le resist a !a vis- 
cosity voulue. 

La figure 3 correspond k Petape d'illumtnation du 
photoresist A cet effet, on dispose au-dessus de la sur- 
face du photoresist un masque 7 comportant des zones 
transparentes aux rayons UV et des zones opaques for- 
m6es par des d£p6ts de chrome. Ges depots de 
chrome suivent d'une part le contour exterieur 1a de la 
denture de la roue 1 , d'autre part le contour interieur 3a 
du trou d'axe 3. Le m6me support formant le masque 
peut comporter un grand nombre de zones correspon- 
dent k autant de microstructures pouvant etre fabri- 
qu6es en un seul lot, toutes les zones etant obtenues 
avec une tres haute resolution du contour par photoli- 
thographic technique bien connue dans I'industrie 
microeiectronique. On procede ensuite k la sensibilisa- 
tion de la couche 6 de photoresist par illumination UV 
au moyen d'une aligneuse ayant ses pics d'intensite k 
365 nm et 41 0 nm. On effectue enf in un recurt pendant 
25 mn k 95°C qui va provoquer la polymerisation du 
photoresist dans les zones 6b qui ont regu le rayonne- 
ment UV. Cette parti e polymerisee devient insensible k 
une grande majorite de solvants. Par contre, les zones 
6a non illuminees pourront ulterieurement etre dissou- 
tes par un solvant 

A la figure 4, on a represente la structuration d'une 
deuxieme couche de photoresist 8, epaisse d'environ 
450 um au moyen d'un deuxieme masque 9 dont les 
depdts metalliques de chrome 2a, 3a deiimitent le con- 
tour des zones transparentes aux rayons UV correspon- 
dant au pignon 2 et k son trou d'axe 3. 

Apres recuit, cette deuxieme couche de photoresist 
est structuree en des zones 8a qui seront solubles dans 
le solvant et des zones 8b polymeris6es formant le 
pignon 2 et son trou d'axe 3. 

On procede ensuite k Termination des parties 6a, 
8a de photoresist non polymerise pour obtenir la 
microstructure representee k la figure 5, toujours soli- 
daire de la plaquette-support 4, et formee des deux 
niveaux structures 6b, 8b. A cet effet, on utilise comme 
solvant le propylene glycol methyle ether acetate 
(PGMEA). 

Dans une derniere etape (non representee), on 
libere la microstructure en attaquant la couche d'accro- 
chage d'aluminium avec K OH (40 %). 

Exempt g : FgtbriPatiQn p"un miprp-mpule metallique 

A partir de la microstructure obtenue k I'exemple 1 , 
mais avant de la liberer de la plaquette-support 4, on 
effectue, comme represente a la figure 6, un revetement 
metallique 10 de toute lenveloppe exterieure, destinee 
a accrocher le bloc metallique 1 1 forme par des depots 
eiectrolytiques successrfs. La metallisation initiate est 
par exemple effectuee par evaporation de nickel pour 
former un revetement 10 ayant 30 k 100 nm. Les etapes 
de d6p6ts eiectrolytiques sont effectu6es k partir d'un 
bain contenant 6galement du nickel ou un alliage I'incor- 



porant, selon les techniques connues en ce domaine. 

Une fois le bloc 1 1 forme, on le libere du substrat, 
comme indique dans I'exemple 1 (figure 7), puis on eii- 
mine la structure positive, qui correspond en fait k la 
5 microstructure representee k la figure 1 . A cet effet, le 
photoresist polymerise peut §tre dissous par la N- 
methylepyrrolidone (NMP) ou eiimine par une attaque 
. plasma. 

Le bloc 1 1 est enfin usine, individuellement ou avec 
io le lot forme sur la plaquette-support, de fagon k §tre 
adapte k une machine dlnjection de materiaux plasti- 
ques en fusion. Selon des techniques connues dans ce 
domaine. les ouvertures 12, qui etaient initialement 
orientees vers la plaquette-support. sont obturees par 
is un capot dlnjection traverse par des canaux d'amen6e 
desdits materiaux plastiques en fusion. Ce capot peut 
6galement comprendre une deuxieme empreinte en 
creux egalement obtenue selon le procede decrit ci- 
dessus. 

20 

Exemple 3 : Fabrication d'un microcapteur de flux ther- 
mique 

En reference a la figure 8. on voit qu'un microcap- 

25 teur de flux thermique est forme par un capot 20 repo- 
sant sur une base 16 pourvue d'une ouverture 17 
d'admission du flux, d'une ouverture 18 de sortie du flux 
et d'un jeu de resistances differentielles 19a. 19b. 19c, 
disposees, dans I'exemple represente, sur la base 16, 

30 entre les ouvertures 17 et 18 et ayant des portions 
externes connectables k un appareil de mesure. 
L'ensemble est recouvert par un capot 20 formant un 
chenal entre les ouvertures 17, 18. Untel microcapteur 
a de tres petites dimensions de I'ordre de 2 x 1 x 1 mm, 

35 et sa fabrication la plus usuelle consiste k effectuer un 
micro-usinage de deux plaquettes de silicium qu'il con- 
vient ensuite d'assembler. Le procede actuel a done 
Tinconvenient de conduire k un produit relativement 
cher, qui ne presente toutefois pas toutes les qualites 

40 requises dans Tapplication envisagee en raison de la 
trop grande conductibilite thermique du silicium (environ 
150 W/(m.K.)). 

Le procede selon Tinvention permet au contraire 
d'obtenir un microcapteur de flux thermique bon mar- 

45 che, ne necessitant aucun assemblage, et presentant 
en outre peu de pertes thermiques k travers le substrat 
en raison de la faible conductivite thermique (environ 
0,1 W/(m.K.)) du polymere utilise comme photoresist. 
Ce microcapteur est realise par structuration de trois 

so couches de photoresist correspondant respectivement 
k la base 16. aux parois verticales 20a et au fond de fer- 
meture 20b du capot 20. 

Les differentes phases de construction de ce 
microcapteur sont expliquees plus en details ci-apres 

55 en reference aux figures 9 & 1 5. 

Comme represente k la figure 9, sur un substrat en 
verre 1 4 ayant un revetement sacrif iciel 1 5, on a depose 
k la tournette une couche 21 du m§me photoresist que 
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celui utilise dans I'exemple 1 , sur une epaisseur de 150 
um, effectue un chauffage a 95°C pendant environ 60 
mn, puis dispose au-dessus de sa surface un masque 
22 dont les zones 22a revetues de chrome et faisant 
obstacle au rayonnement ultraviolet sort situ6es k 
I'exterieur du p6rimetre de la base 16 et au-dessus des 
ouvertures 17, 18. AprSs une illumination UV d'environ 
300 mj/cm 2 et un recuit k environ 95°C pendant environ 
15 minutes, on obtient la polymerisation des zones 21b, 
c*est-e-dire de toute la base 16 k I'exception du photo- 
resist 21a present dans les ouvertures 17, 18 et k la 
p6riph£rie de la base 16 qui sera eiimine ulterieure- 
ment. 

A la figure 1 0. on a represente retape de d6p6t des 
resistances 1 9a, 1 9b, 1 9c. Ce depdt est effectue par les 
techniques bien connues de photolithographie et ne 
sera done pas decrit davantage. Ces resistances sort 
par exemple constituees par un d6p6t de 100 nm de 
chrome etde 50 nmd'or. 

La figure 11 correspond k la structuration des 
parois 20a du capot 20 selon le m£me processus que 
celui decrit pour la figure 9. La couche de photoresist 
deposee 23 a une epaisseur de 300 jim et le masque 
24 comporte des zones chromees 24a qui deiimitent le 
perimetre des parois. Apr£s illumination UV et recuit, 
les zones 23b. qui prolongent les zones 21b polymeri- 
sent et les resistances 19a, 19b, 19c sort noyees dans 
le photoresist non polymerise 23a. 

A la figure 12, on a represents une etape interme- 
diaire consistant k proteger la zone 23a par un d6p6t 
metallique 25 recouvrant toute I'ouverture du capot 20. 
Comme pour les resistances, ce d6p6t est effectue par 
les techniques bien connues de photolithographie et ne 
sera pas decrit davantage. II est par exemple constitue 
par un depdt de 50 nm de chrome et de 300 nm de cui- 
vre. 

La figure 13 represente la structuration d'une troi- 
si6me couche 27 de 150 jim de photoresist au moyen 
d'un troisieme masque 28 dont les zones 28a rev§tues 
de chrome deiimitent un contour rectangulaire corres- 
pondant au fond 20a du capot 20. 

La figure 14 represente la premiere phase de d6ve- 
loppement qui laisse apparaTtre le microcapteur, encore 
solidaire de la plaquette-support 14 et du revetement 
sacrificiel 15, et emprisonnant les fractions 21a et 23a 
de photoresist nori polymerise. 

Comme representee k la figure 15, aprSs liberation 
totale de la structure une deuxieme phase de develop- 
pement permet d'eiiminer les fractions 21 a et 23a. 

Le developpement et reiimination d j revetemert 
sacrificiel s'effectue comme indiqu6 dans I'exemple 1. 
Pour le developpement, on utilisera de preference un 
bain de PGMEA k 50°C pendant 15 k 30 mn, suivi d'un 
ringage k I'isopropanol. 

Le procecie qui vient d'etre decrit n'est pas limrte a 
I'obtention de microstructures donnees k titre d'exem- 
ples et I'homme de Tart est en mesure de concevoir 
d'autres constructions sans sortir du cadre de Inven- 



tion. 



Revendlcations 

1. Procecie de fabrication d'une microstructure tridi- 
mensionnelle, caracterise en ce qu'il comprend les 
etapes consistant a : 

a) creer sur une plaquette-support (4) un rev§- 
tement sacrificiel (5); 

b) etaler en une seule fois une couche (6, 21) 
de photoresist negatif, sensible au rayonne- 
ment ultraviolet, d'une epaisseur comprise 
entre 150 nm et 700 pirn, ledit photoresist etant 
forme par une laque contenant une composi- 
tion epcxy polyfonctionnelle et un photoinitia- 
teur choisi parmi les sels de triarylsulfonium; 

c) chauffer ladite couche (6, 21) entre 90 et 
95°C pendant une duree dependant de I'epais- 
seur deposee; 

d) effectuer a travers un masque (7, 12) corres- 
pondant k Pempreinte desiree une illumination 
UV de 200 k 1 '000 mJ.cm" 2 mesuree a une lon- 
gueur d'onde de 365 nm selon repaisseur de la 
couche; 

e) effectuer un recuit de ladite couche (6 t 21) 
pour provoquer la polymerisation; 

f) reproduire au moins une fois les etapes b) k 
e) en utilisant, si necessaire en fonction du 
contour desire pour la structuration de la nou- 
velle couche (8, 23, 27) de photoresist, un 
masque (9, 24, 28) different pour retape d); 

g) proceder en une ou plusieurs fois au deve- 
loppement par dissolution du photoresist non 
expose au moyen d un solvant choisi parmi la 
GBL (gammabutyrolactone) et le PGMEA (pro- 
pylene glycol methyle ethyle acetate), et 

h) s6parer de la plaquette-support (4) la 
microstructure obtenue k retape g) par dissolu- 
tion du revetement sacrificiel (5). 

» Procecie selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le recuit de retape e) est effectue de prefe- 
rence entre 90°C et 95°C pendant 15 k 30 mn. 

3. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que la plaquette-support est choisi parmi les pla- 
quettes de silicium de verre ou de ceramique. 

so 4. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le revetement sacrificiel d'accrochage est 
choisi parmi les metaux, tel que ['aluminium, et les 
materiaux plastiques composites. 

55 5. Procede selon les revendications 1 et 4, caracterise 
en ce que I'agent chimique permettant de liberer la 
microstructure du substrat est du KOH 40 % pour 
un revdtement sacrificiel en aluminium. 
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6. Proc£d& selon la revendication 1 , caracterise en ce 
qu'il comprend en outre, avartt Tune des etapes f), 
une etape supplemental i) consistant a effectuer 
un d6p5t metallique (25) destinee k proteger du 
rayonnemerrt UV une zone determinee d'une cou- s 
che basse de photoresist 

7. Proc6d6 selon la revendication 1 , caracterise en ce 
qu'il comprend en outre, avant la liberation de la 
structure de la plaquette-support une etape supple- 10 
mentaire ii) consistant k recouvrir la microstructure 
obtenue k Tissue de retape g) d'une metallisation 
primaire puis k former un bloc metallique par 
d6pdts eiectrolytiques successifs, et dans une 
etape II i> suivant retape h) k eiiminer par des 75 
moyens physiques ou chimiques ladite microstruc- 
ture pour former un micromoule. 

8. Microstructure obtenue selon la revendication 1, 
caract6ris6e en ce que la premiere couche de pho- 20 
toresist est structuree en forme de roue dentee (1) 

et la deuxi&me couche de photoresist en forme de 
pignon(2). 

9. Microstructure obtenue selon la revendication 6, 25 
caracteris£e en ce que la structuration de trois cou- 
ches de photoresist permet d'obtenir une micros- 
tructure creuse pourvue de deux ouvertures (17, 

1 8) positionn6es de part et d'autre de trois resistan- 
ces (19a, 19b, 19c) pour former un microcapteur 30 
thermique. 
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Fig. 6 
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Fig. 1 3 
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